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! E ste invento se r e f ie re  en ¿reneral a d isposic io -'j w í
[ nes de memoria que incluyen descodificadores para la s  

: mismas, y, más en p a r t ic u la r , a d isposic iones de memoria 

de tun o liaac io n  de Joseplxson en oue se usan descodifioado--
! ..*4<
■ re s  de ex c itac ió n  de tu n e lizac ió n  de Josephson compatible

¡para se lección  y d irección  de co rrien te  en l ín e a s  de ex c i-  
¡ ,
lta c io n , de b it io s  y de p e rc ib ir , de l a s  cé lu la s  de almaee-
» j

ínamiento seleccionadas de l a  d isposic ión , 
i • /
: En mía comunicación t i tu la d a  "P osib les Huevos

‘E fectos en l a  Tunelización en Superconductores" publicada

jen e l número de 1 de Ju lio  de 1962 de Physics l e t t e r s ,

í páginas 251-252, 3.1). Joseplison hizo una pred icción  te ó r i-

!ca en e l  sentido de que c ir c u la r ía  superco rrien te  en tre

Idos superconductores oue estuv iesen  separados por una del-
j J
;gada b a rre ra  a is la n te  oue proporcionase una unión de tune4
! |
j liz a c ió n  de su p erco rrien te . La paten te  para  lo s  EE.ÜU nú- j

:mero 3.281.609 de John II. Rowell, es una ap licac ió n  de e s -

¡te e fec to  de tu n e lizac ió n  de Josephson a d isp o s itiv o s  de

! conmutación iló g ic o s .

; lío obstante, incluso  con o l cono oimiento del -
i

; e fecto  de tu n e lizac ió n  de Josephson de superconducción y j 

;3U a p licac ió n  a c irc u ito s  lóg icos y a d isp o s itiv o s  de con-j 

•mutación, no e ra  fácilm ente evidente e l modo en que e l  e fea  

¡to de tu n e lizac ió n  de Josephson podría  ser aplicado a una 

jd ispooición de memoria de gran velocidad u til iz a d a  en memo- 

jr ia s  de acceso a l azar en eme se ha  ja uso de le c tu ra  de
J

¡sa lida  no d e s tru c tiv a . E x is tía  l a  necesidad de 3acar narti-.í
ido del funcionamiento a muy a l ta  velocidad de lo s  c ircu ito s
i
jde tu n e lizac ió n  de Josephson para ap licac iones a memorias.
i

j Un objeto de e s te  invento es proporcionar una
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d isposic ión  de memoria señorada y un descodificador para 

l a  misma.

Otro objeto de este invento es proporcionar una
d isposic ión  de memoria de tu n e lizac ió n  de Josephson y'un*

«
descodificador de tu n e lizac ió n  de Josephson para l a  misma 

Es todavía o tro  objeto de e ste  invento proporcio 

nar una d isposic ión  de memoria de muy a l t a  velocidad en 

que se u t i l ic e n  d isp o s itiv o s  de tu n e lizac ió n  de Josephscn 

d ispuestos y hechos funcionar de manera que perm ita le c tu ­

ra  de sa lid a  no d e s tru c tiv a .

Es otro objeto  de este  invento proporcionar una 

d isposic ión  de memoria en la  que cada una de la s  cé lu las  

de almacenamiento de l a  d isposic ión  u t i l ic e  un par de d is ­

p o sitiv o s  de tu n e lizac ió n  de Josephson que sirvan  como 

puertas, permitiendo con e llo  e s c r ib ir  un "1" ó un "O" en | 

l a  oc lu ía  y l a  percepción o le c tu ra  del estado e sc r ito  de i

l a  cé lu la . |

De acuerdo con la s  rea liz ac io n es  de e ste  invento’ 

se ha p rov isto  una d isposic ión  de memoria de tunelizac ión  i 

de Josephson que comprende una p lu ra lid ad  de cé lu las  de ! 

memoria que oada una usa un par de d isp o sitiv o s  de tu n e li- j  

zacién de Josephson como puertas o conmutadores. Se e fec - ! 

túa l a  e s c r i tu ra  mediante l a  excitac ión  sim ultánea de l a  í

lín e a  de palabra  que contiene l a  cé lu la  de memoria se lecc io -
;

nada y una l ín e a  de b it io  común que con tro la  l a  confutación
¡

de una de l a s  puertas de tu n e lizac ió n  de Josephson de la  

cé lu la  de memoria, s i  l a  cé lu la  de memoria no e s tá  ya en 

el estado que ha de producir l a  operación de e s c r i tu ra . 

Dependiendo del estado de l a  cé lu la  de memoria, e l  cual 

viene determinado por l a  d irección  de l a s  c o rr ie n te s  que
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c ircu lan  en l a  cé lu la  y por l a  ap licac ió n  de co rrien te  en 

una d irecc ió n  o en l a  d irecc ió n  opuesta a l a  l ín e a  de b i-

j t i o  común, es in s c r i to  un "I" ó un "0" en l a  c é lu la  de
I \  * *
¡memoria. Para le e r  se e x c ita  una l ín e a  de p e rc ib ir  comuii

simultáneamente con l a  exc itac ión  de l a  l ín e a  de palabra

seleccionada. I-a l ín e a  de p e rc ib ir  le e  o d e te c ta  solamen­

te  un estado "1" en l a  cé lu la  de memoria, e l  cual es causa-t
jdo por l a  puerta  de tu n e lizac ió n  de Josephson de l a  l ín e a
í
¡de p e rc ib ir , es d ec ir , en re la c ió n  cooperante con l a  cé lu la  

de memoria, para conmutar a  su estado de ten s ió n  pro.porcicfer

nando con e llo  un escalón  de ten sión  en l a  l ín e a  de o e rc i-Ii '
b ir .  En e l  descodificador de e ste  invento se usan d isn o si-

! , ‘
j tiv o s  de tu n e lizac ió n  de Josephson que son compatibles en it
|velocidad y en funcionamiento con l a  d isposic ión  de merno-

i r ia .

j lo s  a n te r io re s  y o tros ob jetos, c a ra c te r ís t ic a s

|y ven ta jas del invento, se pondrán de m anifiesto  de l a  
\
¡descripción  más d e ta lla d a  aue sigue de re a liz ac io n es  o re fe - 
i -
sridas del invento, t a l  como se han i lu s tra d o  en lo s  dibu-
i
■jos cj_ue se acompañan.

; l a  f ig u ra  1 es unav ista  en p e rsp ec tiv a  de una

¡disposición de memoria de tu n e liza c ió n  de Josephson de |
i I
¡acuerdo oon e s te  invento . I

] l a  f ig u ra  2 es una v is ta  a e sca la  ampliada de una
!
loélula de memoria de tu n e lizac ió n  de Josephson de l a  d is -  

¡posición ae memoria de l a  x igura  1.

| l a  f ig u ra  3 es una v is ta  esquemática de l a  ce-
I
¡lu la  de memoria de l a  f ig u ra  2, en que se i lu s t r a  en a l -  

jzado l a  d isposic ión  y l a  posic ión  de l a s  puertas de tu n e l i -  

pación  de Josephson de l a  c é lu la  de memoria con re la c ió n  

•a l a  l ín e a  de b i t io s  y a l a  l ín e a  de p e rc ib ir , l a  cual e s -

5.9.69
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tá  p ro v is ta  de una puerta  de tunelizac ión  de Josephson.

Las fig u ra s  4A, 4B, 40 y 4D i lu s tr a n  l a s  opera­

ciones de e s c r ib i r  un "1" ó un "0", para l a  cé lu la  de me­

moria de l a  f ig u ra  2.

La3 f ig u ra s  5A y 5B i lu s tr a n  l a s  operaciones 

de le c tu ra  para l a  célu la  de memoria de l a  f ig u ra  2.

La f ig u ra  6 i lu s t r a  esquemáticamente e l descoi? 

d ificad o r de este  invento usando puertas de tunelizae ió ’tí 

de Josephson. .

La f ig u ra  7 i lu s t r a  esquemáticamente la  d isp o si­

ción de memoria de l a  f ig u ra  1 conectada a descodificácio- 

re s  que son hechos funcionar mediante una d irección , pro­

porcionando con e llo  una d isposic ión  de memoria que opera 

a gran velocidad.

Con re fe ren c ia  a l a  f ig u ra  1, se han rep resen ta ­

do t r e s  columnas y dos f i l a s  de cé lu las  de memoria de tu -  | 

n e lizac io n  de Josephson conectadas en tre  s í  para proporcio­

nar una d isposic ión  de memoria de m columnas y n f i l a s .  !

Con re fe ren c ia  a la s  f ig u ra s  1, 2 y 3, cada célu­

l a  de memoria 10 comprende una parte  de entrada o vastago j

12 que se divide en dos p a rte s  cíe pata  14 y 16 antes de !
,  t

volverse a un ir en l a  p a rte  de vastago 12 de 1a. s igu ien te  :
j

cé lu la  de memoria 10. Un par de puertas de tu n e lizac ió n  deí 

Josephson 18 y 20 están  asociadas con la s  p a rte s  de p a ta  1.4

y 16 respectivam ente. Esas puertas ele tu n e lizac ió n  de Jo - i
!

sephson operan de l a  manera conocida de tunelizac ión  de suj- 

perconducción, como se ha d esc rito  en l a  técn ica  a n te r io r  | 

c itad a  en lo  que antecede. Hay situadas p e lícu la s  a ia la n -  í 

te s  19 y 21 en tre  I 03 e lectrodos m etálicos superconductores 

12A y 14A, y en tre  lo s  e lectrodos m etálicos superconducto-
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re s  12B y 16A, perm itiendo con e llo  que c irc u le  co rrien te  

! de tu n e liaac ió n  de superconducción a  trav és  de l a s  uniones
5I - ,
|formadas por l a s  p e líc u la s  a is la n te s .  l a  acción de tune-
í . «
¡ lis a c ió n  tien e  lu g ar con o s in  una caida de ten sión  a ”*'1' 

tra v é s  de cada unión, dependiendo de l a  cantidad de c o rrien -
i

¡ te  c¡ue c irc u la  a trav és  de l a  puerta . En un estado, l a  - ■

| puerta  o unión de Joseplison tien e  co rrien te  de supercon­

ducción que c irc u la  a trav és  de l a  capa a is la n te , lo  qué 

va acompañado de una caída de tensión  debido a l  heclio.de cu.e

1 un campo magnético e x te r io r  alimentado por l a  l ín e a  de -bivios
1
s 22 común activada  por co rrien te  in fluye  sobre e l  umbral

!le  co rrien te  a  trav és  de l a  unión de tu n e liaac ió n  de modo!f
jque l a  co rrie n te  ex is te n te  que c irc u la  en e l c irc u ito  cerxa- 

|do que incluye la3  p a rte s  de pata  14 y 16 excede de l a  co l­

oriente  c r í t i c a  de l a  unión de tu n e liaac ió n  de Josephaon. ijl 

; segundo estado de l a  puerta  o unión de tu n e liaac ió n  de Jo- 

■sephson e x is te  cuando l a  c ircu lac ió n  de co rrien te  de su- 

\perconducción a trav és  de l a  unión o a tra v é s  del a i s la -  

,dor no va acompañada de una caida de-tensión  a trav és  dei
l ia  unión. La te o r ía  del funcionamiento en lo s  dos estados

¡d escrito s  en lo  que antecede es que en e l  segundo estado

¡c ircu lan  pares de e lec tro n es  de tu n e lizac ió n  a trav és de 
! i
¡ la  b a rre ra  o capa a is la n te , m ientras que en e l  primer e s tá -

ido solamente c ircu lan  e lec tro n es  in d iv id u a les  a trav és  delj
! ,

;a islam iento  o reg ión  de b a rre ra  produciendo una caida de

¡tensión  a trav és  de l a  b a rre ra . Cada l ín e a  de b itio s  co-
iI f  f

írnun 22 para  la s  cé lu las  de memoria de l a  misma f i l a  es a lij-
t
¡mentada con co rrien te  en una d irecc ión  o en l a  d irecc ión
i  *
¡opuesta durante l a  operación de e s c r ib i r .  La d irección  de
*
■circulación de l a  co rrien te  en l a  l ín e a  de b i t io s  22 con th i-

-  6 -
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buye a l a  e s c r i tu ra  de un "1" ó de un "0" en la  c é lu la  

10o Cada l ín e a  de b i t io s  22 e s tá  directam ente superpuesta 

sobre l a  pa rte  de cada cé lu la  de memoria 10 que forma l a  

f i l a  de cé ltilas que e s tá  d e fin id a  por la s  dos puertas de 

tu n e lizac ió n  de Josephson 18 y 20. Por consiguiente, a l 

se r  excitada  con co rrien te  l a  l ín e a  de b it io s  común 22, 

s irve  para inducir un campo magnético en l a s  puertas 1S' 

y 20, respectivam ente, d e fin id as por l a s  p a rte s  m etálicas 

superconductores 12A, 14A y 12B, 16A (véase la  f ig u r a "3).

Una l ín e a  de p e rc ib ir  24 común a cada f i la ,  de 

cé lu las de memoria e s tá  tendida a través y por debayo.de 

l a s  cé lu la s  de memoria 10 en l a  misma f i l a  a la  manera en 

que e s tá  tendida l a  l ín e a  de b it io s  común 22 a trav és y 

por encima de la s  cé lu la s  de memoria situadas en l a  misma ' 

f i l a ,  lío obstante, cada l ín e a  de p e rc ib ir  24 tiene  una j 

puerta  o unión de tu n e lizac ió n  de Josephson 26 que e s tá
1

asociada inductivamente con e l  miembro 1oB de l a  parte  de !
f ' \

pa ta  16 de cada cé lu la  de memoria. Por consiguiente, cada.; 

l ín e a  de p e rc ib ir  común 24 e s tá  superpuesta por debajo de : 

l a  p a rte  de cada cé lu la  de memoria 10 defin ida  por lo s  miem­

bros 14B y 1SB. Xa l ín e a  24 de p e rc ib ir  solamente es exci­

tada con co rrien te  durante l a  operación de le e r .  j
j

Operación do E sc rib ir  j
j

Xa re fe ren c ia  a la s  f ig u ras  4A, 4B, 4C y 4D jun-; 

tamente con cualquiera de l a s  f ig u ras  1, 2 ó 3, permite j 

comprender l a  operación de e s c r ib ir  para  l a  cé lu la  de memoj- 

r i a  10 de e3te invento . Con re fe ren c ia  a l a s  f ig u ra s  4A y I
l

4B, e l sentido derechas de l a  flech a  dentro de l a  ca ja  40 j

ind ica  e l sentido  de l a  co rrien te  que c irc u la  en e l  c i r -  j
¡

cu ito  cerrado superconductor que incluye la s  patas 14 y 16¡

-  7 -
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de cada cé lu la  de memoria. 3n l a  f ig u ra  4A e s tá  siendo

e sc r i to  en "1" en l a  cé lu la  de memoria, para  lo  que se re

¡quiere aue sean ap licados impulsos de c o rrien te  sim ultáneos
! 7 /
la l a  l ín e a  12 y a l a  l ín e a  de b it io s  común 22. Un impulso

•de co rrien te  p o sitiv o  en l a  d irección  i lu s tra d a  por l a J
i
■flecha 42 es aplicado a l a  l ín e a  12 de l a  columna se le c c lo -  

¡nada, y un impulso de co rrien te  en e l sentido  negativo, 

jcomo e l i lu s tra d o  por l a  flech a  44, es aplicado a l a  lín e a  

¡de b i t io s  común 22. Puesto que l a  d irecc ió n  de l a  co rrien -

i'te a lo  la rg o  de l a  l ín e a  de b i t io s  común 22 es a n tip a ra -

l e l a  o de sentido opuesto a l a  co rrie n te  que c ircu la : en 

sentido  a derechas en e l  c irc u ito  cerrado, l a  co rrien te  

en l a  puerta  20, que es l a  más próxima a l a  sa tu rac ión  o 

a l  punto de máximo que o r ig in a r ía  l a  conmutación, debido 

tan to  a l  sentido  a derechas a l a  c o rr ie n te  en e l  c irc u itoI
¡cerrado superconductor cono a l a  co rrien te  ad ic iona l des­

ude l a  p a rte  de entrada 12, es a n tip a ra le la  a l  sen tido  de 

jla  c o rrien te  en l a  l ín e a  de b i t io s  22, y por consiguiente 

¡no se produce conmutación alguna, l a  f le c h a  46 in d ica  que
I
l a  co rrien te  en l a  puerta  20 es mayor aue l a  co rrien te  en¡
¡la p u erta  18, como se ha i lu s tra d o  mediante l a  f lec h a  más 

¡pequeña 48, que es de sentido opuesto a l  de l a  f lec h a  46.

¡En consecuencia, e l  campo magnético originado por l a  co-
I
¡rrien te  en l a  l ín e a  de b i t io s  22 no in fluye  en la  conmuta- 

íción de l a  puerta  18 a su estado de tensión , ya que l a  car -
i ,
■riente en l a  puerta  18 e s ta  le jo s  dé l a  co rrien te  de sa tu -
t
¡ración que se n e c e s ita  para conmutar l a  puerta , debido a
ií
jla  p resencia  de c o rr ie n te s  de sen tidos opuestos con respec-
i

jto a la s  c o rrie n te s  que se c ircu lan  en sentido  a derechas
i

¡en e l  c irc u ito  cerrado superconductor y con respecto  a l a  
i

5.9.69 -  8 -
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co rrien te  in troducida  desde l a  pa rte  de entrada 12, Por 

consiguiente, no se efectúa  conmutación alguna en absolu­

to  en ninguna de la s  puertas 1o ó 20, y l a  cé lu la  de memo­

r i a  10 mantiene su estado de co rrien te  en c ircu lac ión  en 

sentido a derechas como se ha i lu s tra d o  en l a  figura,4A .

Oon re fe re n c ia  a l a  f ig u ra  4B, l a  e sc r i tu ra  de 

un "0" en una cé lu la  de memoria 10 que tien e  una co rrien te  

en c ircu lac ió n  en sentido a derechas indicadora de un e s ta ­

do "1", como se ha ilu s tra d o  mediante l a  flech a  en la> ca­

ja  40 de l a  f ig u ra  4B, se efec túa  mediante ap licación  -s i-  

multáneamente de co rrien te  p o s it iv a  en l a  d ire c c ió n 'i lu s ­

trad a  por l a  flech a  42 a l a  l ín e a  de en trada  12, a l tiempo 

que se e x c ita  l a  l ín e a  de b it io s  común 22 con co rrien te  

en e l sentido  i lu s tra d o  por l a  f le c h a  43. La d irección  de 

l a  co rrien te  en l a  l ín e a  de b it io s  22, es, como se ha 

ilu s tra d o  en l a  f ig u ra  4B, de izqu ierda  a derecha, e l  cual 

es opuesto a l a  s itu ac ió n  en que se escribe  un "1" en l a  ' 

cé lu la , como se ha i lu s tra d o  en l a  f ig u ra  4A. Puesto que : 

l a  d irecc ión  de l a  co rrien te  en l a  l ín e a  de b i t io s  común
T

22 es p a ra le la  o coincidente con la  co rrien te  casi máxima; 

en l a  puerta  20, se tien e  que e s ta  puerta , debido a que aho­

r a  alcanza una co rrien te  máxima por encima de su carga

de co rrien te  superconductora, debido a l a  in flu en c ia  del !
I

campo magnético de l a  l ín e a  de b i t io s  22, hace que se pro­

duzca una operación de conmutación en l a  puerta  20 a su l 

estado de tensión , lo  que da por resu ltad o  l a  re d is tr ib u -J
i

ción de l a  co rrien te  en l a  caja  40. Por consiguiente, l a  I
, , Icondición de c ircu lac ió n  de co rrien te  en sentido a dere- ! 

ohas, i lu s tra d a  dentro de l a  caja  40, es in v e rtid a  a una 

condición de co rrien te  de c ircu lac ión  en sentido a iz a u ie r -

-  9 -
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j das. En su nuevo estado oon co rrien te  que c irc u la  a izqu iq r- 

¡das, l a  c é lu la  de memoria 10 de l a  f ig u ra  43 e s tá  en un 

íestado  "0". ■ ;

i Con re fe re n c ia  a l a  f ig u ra  40, l a  e s c r i tu ra  de
|  v  j  * *  ~

i un "1" en una c é lu la  de memoria 10, que e s tá  en un esta-*
’  *  i

¡do de co rrien te  de c ircu lac ió n  "0", como se ha indicado 

¡mediante l a  flech a  de sen tido  a izqu ierdas en l a  caja  '40,
j -
i se requ iere  l a  a p licac ió n  sim ultánea de co rrien te  a l a  paif- 

j te  de entrada 12 y a l a  l ín e a  de b i t io s  común 22 en l a "

|d irec c ió n  "1" indicada por l a  f le c h a  44. Esto s irve  para 

¡ e s c r ib ir  un "1» en l a  cé lu la  10 de l a  f ig u ra  4C, l a  inanerd en
I  w  -  ^

) ,
jque se hace esto  consiste  en que l a  p u e rta  18, a  trav és  

de l a  cual pasa una mayor cantidad de co rrien te  (como se 

¡ha representado mediante l a  flech a  grande 47) que a t r a ­

svés de l a  puerta  20 (como se lia indicado mediante la  f l e -

¡cha pequeña 49) debido a la  d irección  in ic i a l  de l a  corrien- 

‘te  de c ircu lac ió n  en sentido  a izqu ierdas dentro de l a  

|c é lu la  10, queda sobresaturada debido a l a  d irección  para­

l e l a  de l a  co rrien te  en l a  lín e a  de b i t io s  22, que in fluye  

jen l a  c o rr ie n te  en l a  p u e rta  1o. La p u erta  1o conmuta,

|originando con e l lo  una re d is tr ib u c ió n  de l a  co rrien te  den¡- 

jtro  de l a  cé lu la  de memoria 10 de l a  f ig u ra  4C en un sen- 

Itido a derechas con respec to  a l  sentido in ic ia l  o a n te r io r
t
¡a izq u ierd as. Al l le g a r  a l  sen tido  de c o rrie n te  de o ircu - 

ilación  a derechas re d is tr ib u id a , l a  cé lu la  de memoria 10 

¡está entonces en un estado de "1".iI
i Con re fe ren c ia  a l a  f ig u ra  4D, l a  e s c r i tu ra  de

Lúa "0" en l a  cé lu la  de memoria 10 que e s tá  ya en su e s ta ­

ndo “O", no a fe c ta rá  a  su estado n a tu ra l de"0". Como en l a
!
jfigura 4A, l a  ap licac ió n  de impulsos de co rrien te  sim ul- 
í
¡táñeos a l a  pa rte  de entrada 12 y a l a  l ín e a  de b i t io s

5.9.69
-  10 -



5

10

15

20

25

30

i,

común 22 en l a  d irección  de "O", no conmuta ninguna de la*! 

dos puertas, perm itiendo con e l lo  que e l  sentido de co­

r r ie n te  a izqu ierdas en l a  cé lu la  de memoria 10 permanezca 

s in  a lte ra c ió n , manteniendo con e l lo  su estado de "0". ’

En consecuencia, l a  e s c r i tu ra  de un " i"  en l a  

cé lu la  de memoria 10 se ha i lu s tra d o  en la s  f ig u ras  4A y 

4C, y l a  e s c r i tu ra  de un "O" se ha ilu s tra d o  en l a s  f ig u ­

ras  4B y 4D. Solamente cuando l a  cé lu la  10 e s tá  en l a  con­

d ición  i lu s tr a d a  en l a s  f ig u ra s  4B y 40 tiene  lugar la . ' 

conmutación de una puerta , con l a  consiguiente re d is tr ib u ­

ción de l a  co rrien te  en l a  cé lu la  10 en e l  sentido opueste.

Operación le c tu ra

En l a  f ig u ra  5A, l a  caja 50 ind ica  que l a  cé lu la  

de memoria tien e  un sentido de co rrien te  en e l estado de J 
"1", como se ha ilu s tra d o  mediante l a  flech a  en sentido a j 

derechas representada dentro de l a  ca ja  50. En l a  e jecu - ¡ 

ción de una operación de le c tu ra , se requ iere  la  a p lic a -  j 

ción sim ultánea de co rrien te  a l a  pa rte  de entrada 12 de : 

cé lu la  de memoria 10 y a l a  l ín e a  de p e rc ib ir  común 24 (co­

mo se ha representado mediante l a s  flech as  de sentido de
í

co rrien te  53 y 54, respectivam ente). En l a  i lu s tra c ió n  de : 

l a  f ig u ra  5A, l a  co rrien te  que pasa a trav és de l a  parte  \ 

de p a ta  16 es mucho mayor, como se lia ilu s tra d o  mediante j 

f lech as  grandes 56, que l a  co rrien te  que pasa a trav és  de i 

l a  palote de p a ta  14, como se ha i lu s tra d o  mediante flechas 

pequeñas 58, a f in  de que e x is ta  e l  sentido de co rrien te  ji, , I
de c ircu lac ió n  a derechas en la  cé lu la  10 como se ha rep ra -

i
sentado mediante l a  flech a  de sentido de derechas en l a  j 

caja  50. Por consiguiente, a l tener lu g ar ap licac ión  de uii 

impulso de co rrien te , como se ha indicado mediante l a  f l e -

5.9.69 -  11 -
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¡olía 54 que va ele derecha a izqu ierda , a trav és  de l a  l ín e ai
;de p e rc ib ir  24, l a  p u erta  26 de p e rc ib ir  conmuta a  su e s-  

itado de ten sión  ya que l a  p a rte  16 de p a ta  de l a  c é lu la  de 

;memoria s itu ad a  encima de l a  puerta  26 de p e rc ib ir  e s tá '"

'en sen tido  a derechas y l a  co rrien te  en l a  l ín e a  de p e ro i-  

¡bir común 24 es p a ra le la  o de l a  misma d irección  que aque- 

¡11a. Puesto que l a  co rrien te  a trav és  de l a  puerta  2 6 "dé 

p e rc ib ir  es justam ente in fe r io r  a l  n iv e l que se necesitar
j •*

p a ra  conmutar l a  p u erta  a su estado de tensión , l a  corrien
í¡te in fluenc iada  en l a  p a rte  26 por l a  c o rr ie n te  de sentido

■a derechas que c irc u la  en l a  cé lu la  10 o rig in a  un enceso
!¡de co rrien te  por encima del n iv e l de conmutación para dar
j
¡paso a trav és  de l a  unión 26 de tu n e liza c ién  de Josephson

¡que sirve  para conmutar l a  unión a su estado de ten sió n .
i , , ,
.Esta operación de conmutación de ten sión  es detectada o

le id a  de s a lid a  a l  f in a l  de l a  l ín e a  de p e rc ib ir  24, debi-; 

■do a l a  formación de un escalón  de ten s ió n  en l a  l ín e a  de j
j
■percibir 24 a causa de l a  conmutación de l a  puerta  26.

¡ Con re fe re n c ia  a  l a  f ig u ra  _5B, l a  c é lu la  de memoj-

¡ria  10 e s tá  en un estado de "0", ya que l a  co rrien te  que 

¡circula  dentro de l a  cé lu la , como se ha ilu s tra d o  mediante 

l a s  f lech as  de sentido a izqu ierdas en l a  ca ja  50, tien e  

'sentido a izqu ierdas o de "O". Como en l a  f ig u ra  5A, se e je  

cu ta  una operación de le c tu ra  aplicando simultáneamente tan-ii I

jto a  l a  p a rte  de en trada 12 en l a  d irecc ión  represen tada

¡por lafLecha 52, como a l a  l ín e a  de p e rc ib ir  común 24 en 
* ,
lia d irecc ió n  represen tada por l a  f lec h a  54. En consecuen-!
¡cia, en l a  e jecución  de una operación de le c tu ra  de l a  cé­

l u la  de memoria 10, se e fec tú a  l a  misma operación de im pul­

so s  de c o rr ie n te  sim ultaneas para  l a  c é lu la s  de memoria en

5 .9 .S9 12
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lo s  estados de ó de "0" de la s  f ig u ra s  5A y 5B, re s ­

pectivam ente. Debido a l a  co rrien te  de c ircu lac ió n  en sen­

tid o  a izqu ierdas en l a  cé lu la  10 en l a  Figura 5B, l a  co-j 

r r ie n te  en l a  parte  de p a ta  14 es mayor, cuando l a  co r i l e  li­

te  es alim entada a l a  pa rte  de entrada 12, como se ha i l u j -  

trado  mediante l a  flech a  grande 57, que l a  co rrien te  en l a  

parte  de pata  16, como l a  representada por l a  flecha  péquí- 

ña 59. Por consiguiente, en e s ta  situ ac ió n  l a  corriente" ’ 

en l a  p a rte  de pata  16 situada  encima de l a  puerta  de Aper­

c ib ir  26 es muy pequeña en l a  d irección  representada,'por 

l a  f le c h a  59, ya que es l a  cantidad n e ta  de l a  d ife ren c ia  

en tre  l a  mitad de l a  co rrien te  ap licada  a l a  parte  de en tra ­

da 12 menos l a  co rrien te  de c ircu lac ió n  en sentido a iz q u ie r­

das que e x is te  en l a  cé lu la  10. Por consiguiente, esa pe-J 

quena co rrien te  en l a  p a rta  de pata  16 de l a  f ig u ra  5B, en 

contraposición  con l a  gran co rrien te  en l a  parte  de pata  j 

1o de l a  f ig u ra  5A, es in su fic ie n te  para  in f lu i r  en l a  con­

mutación de l a  puerta  de u e rc ib ir  26. Por lo  tan to , l a  au- 

sencia  de un escalón de ten sión  en l a  l ín e a  d ep erc ib ir 24 j 

ind ica  que l a  cé lu la  10 de menoria e s tá  en un estado de "0".

Tanto en l a s  operaciones de e sc r i tu ra  como en 

la s  operaciones de le c tu ra , es alimentado un impulso de 

co rrien te  a l a  l ín e a  de palabra  o parte  de entrada 12 de ‘
, j

l a  c é lu la  l a  de memoria seleccionada en l a  columna e le g i - i

da de c é lu la s . Ese impulso de co rrien te  1 es siempre del j
\t *

mismo sen tido  p o sitiv o  para ambas operaciones, de le c tu ra !

y de e sc r i tu ra , ya que l a  inductancia de l a  izarte de j
{

pata  14 es igua l a l a  inductancia  L-jg de l a  parte  de pata  

16, u l a  co rrien te  lr¡¡ que e n tra  en l a  pa rte  de entrada 12 

de l a  c é lu la  de memoria 10 se divide en dos mitades, yendo

-  13 -  I
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1^/2 por l a  parte  de p a ta  14 y % /2  por l a  parte  de p a ta  

! 16. .Esas c o rr ie n te s  de valo r Iy//2 en cada parte  de p a ta
i
5 se suoeroonen a l a  co rrien te  de c ircu lac ió n  e x is te n te  en ¡ * * - * - i , » » i
¡ la  c é lu la  10, l a  cual rep resen ta  o bien un estado de"1”*‘

! (de sen tido  a derechas)o bien un estado de "0" (de s e ñ t i-  
! - 
¡do a iz q u ie rd a s ) . Por lo  tan to , dependiendo del estado dé

| " 111 ó "O" de l a  cé lu la  de memoria, l a  c o rrie n te  en las.' pal

j te s  de p a ta  14 y 15 de l a  cé lu la  de memoria 10 es, o bien

jpequeña o bien "rancie, pero una parte  de p a ta  de célu la ,de

pemoriaticne siempre una mayor cantidad de c o rrie n te  cfUegUa
I ' '
j o tra  p a rte  de pa ta .I „
i D escodificador¡ - ----
| Oon re fe re n c ia  a l a  f ig u ra  6, se ha rep re sen ta -
I
¡do en l a  misma una d isp o sic ió n  de descodificador en que 

j se usan conmutadores o puertas de túne l i  sacrón de Josephsejn.
I
i la  d isp o sic ió n  de descodificador de l a  f ig u ra  6 es de e s-
¡
¡pec ia l u t i l id a d  para una o más de l a s  operaciones de d i r i -
|
¡g ir  co rrien te  a una de l a s  columnas de l a  d isposic ión  de 

■memoria usando l a  p a rte  de entrada 12 de cada cé lu la  de me- 

ímoria en l a  columna, para  d i r ig i r  co rrien te  en un sen tido
I , , i
:o en e l  sen tido  opuesto para  cada l in e a  de b i t io s  común 22 

¡para una f i l a  de cé lu la s  de memoria de l a  d isposic ión  de
i

¡memoria, y/o  para d i r ig i r  co rrien te  a una l ín e a  de p e rc i-  

jb ir  común seleccionada para  una f i l a  de cé lu la s  de l a  d is- 

!posic ión  de memoria. EL descodificador de l a  f ig u ra  6 esi l
luna d isposic ión  de tunelac ión  de superconducción, y por
!
|consigu ien te , es compatible en velocidad y en comportamien 

jto  con l a  d isposic ión  de memoria de l a  f ig u ra  1. 

i Aplicando una señal de in s tru c c ió n  a l a  en tradaI
¡de l a  d isposic ión  de árbo l descodificador de l a  f ig u ra  6
íii
i -  14 -
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t  S SEP
y mediante d irección  apropiada de l a s  l ín e a s  de d irección  

60, 62, 64, 66, 68 y 70, se consigue e l  funcionamiento de

un ramal seleccionado del descodificador. Por ejemplo, cori
!i

objetode d i r ig i r  una co rrien te  de in s tru cc ió n  a l ramal'Tiél

árbol descodificador, que se ha representado mediante l a

f lec h a  72, cuya ramal es e l  situado más a l a  drecha en l a

d isposic ión  de descodificador de l a  f ig u ra  6, se usan e l

par de l ín e a s  de d irección  60, y 62 para seleccionar e l - r a

mal deseado del descouificador por medio de la a p lic ac ió n ’

de c o rrien te  a la s  l ín e a s  de d irección  60, lo  que tieUe\qu
* *

conmute l a  puerta  74 a su estado detensión permitiendo' 

con e l lo  que l a  co rrien te  de in s tru cc ió n  c ircu le  por e l  

c irc u ito  del ramal del des codificador a través de l a  puer-j 

ta  76 que no fue conmutada, ya que no fue ap licada  co rrien ­

te  a l a  l ín e a  de d irección  62. En consecuencia, l a  puerta  I 

74 de tu n e lisac ió n  de tfosephson que e s tá  en ángulo rec to  ! 

o perpendicular a l a  l ín e a  de d irección  60 y funciona del 

mismo modo que una de l a s  puertas de la  d isposic ión  de me­

moria de l a  f ig u ra  1, es hecha conmutar a sil estado de ten ­

sión . En consecuencia, e l  nudo 77 que sigue inmediatamente 

a l a  puerta  76 sirve  como entrada a  lo s  des ram ales conec­

tados a l nudo 77. Aplicando co rrien te  a travos de la  l ín e a

de d irecc ió n  64, l a  puerta  78 es puesta  en su estado de !
/  j

tensión , dando e llo  por resu ltad o  que pase co rrien te  a l  ra ­

mal que contiene l a  flech a  72. Como se ha d e sc rito  en lo  ¡ 

que antecede con respecto  a 76, l a  puerta  80 e s tá  en su e s­

tado de no tensión  ya que no es ap licada  co rrien te  a l a  l í i7 i
nea de d irección  66, perm itiendo e l lo  que pase co rrien te  J 

a trav és de esa puerta  a lo s  dos ramales del ü escod ifica - j 

dor que e stán  conectados a lo s  nudos 81. Aplicando co rrien -

-  15
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jte  a trav é s  ele l a  l ín e a  68 de d irección , se hace que l a  

|p u e rta  82 conmute a su estado de tensión , perm itiendo con 

¡e llo  que c irc u le  co rrien te  a  trav é s  de l a  puerta  84, l a .
I » * y
'cua l e s tá  en su estado de ten sión  ya que no es alim enta^

'da c o rrien te  a l a  l ín e a  de d irecc ió n  70. En consecuencia, 

ide e s te  modo la  in s tru cc ió n  que l le g a  a l a  d isp o sic ió n  deii ,
¡árbol des codificador de l a  f ig u ra  6 es hecha l le g a r  a l  nu-
¡
¡do e s tá  enneciado ya sea a una l ín e a  de b i t io s  común 22,' 

jya sea a una l ín e a  de p e rc ib ir  común 24, o ya sea a u n a /

■ l ín e a  de pañabra 12 asociada con una de l a s  columnas .de la  

|d iaposic ión  de memoria. Por consiguiente, mediante apropia 

ida se lección  y ap licac ió n  de co rrien te  a la s  l ín e a  s de d i
i

irección, se a lig e  cualqu ier ramal del descodificador de la
j
[figura  6.

¡Sistema de D irección, D escodifioador y de D isposición  de
I
tluemoria.5
s Con re fe re n c ia  a  l a  f ig u ra  7, se ha i lu s tra d o  un

s is te p a  en que se usa l a  d isposic ión  de d irecc ió n  y desco- 

¡dificador de l a  f ig u ra  6 juntamente con l a  d isposic ión  de
i

¡memoria de l a  f ig u ra  1 . E l número de re fe re n c ia  90 designa
i
en general l a  d isposic ión  de memora. E l descodificador 92 

e s tá  conectado a la s  l ín e a s  de palabra  12 de l a  d isp o sic ió n  

de memoria 90. l a  d irecc ió n  94 e s tá  asociada con e l  desco­

d ifio a d o r 92 como se ha ilu s tra d o  en l a  f ig u ra  6, en l a  

[cual se rep resen ta  l a  se lección  del ramal elegido del des- 

jcodificador por medio de l a s  l ín e a s  de d irecc ió n  que es tán  

‘en asociac ión  cooperante con aq u ello s . Ita d irección  94 e s tá  

jasociada con e l  descodificador 96 de modo s im ila r a  como 1 >
i

¡está con e l  descodificador 92. E l descodifioador 98 s irv e
<
[para acep tar en tradas desde e l descodifioador 96 para  ope-

-  16 -
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r a r  la s  l ín e a s  de b i t io s  comunes 22 y l a s  l ín e a s  de p e rc i 

b ir  comunes 24 que están  conectadas a l descodificador 98»

En consecuencia, se usa e l  descodificador 98 para dar paso
, |

a c o rrien te s  en la s  l ín e a s  de b itio s  22 en la s  d irecciones
i

i lu s tra d a s  en l a s  f ig u ra s  4A, 4B, 40, y 4D para una opera-j 

ción de e sc r i tu ra , y también para dar paso a co rrien te s  ¿n 

l a s  l ín e a s  de p e rc ib ir  24 en la  d irección  i lu s tra d a  en l a s  I

f ig u ra s  5A y 5B para una operación de le c tu ra . El esc'alón j
|

de ten sión  cue se produce cuando l a  puerta  de p e rc ib ir  2 6 j 

de una l ín e a  de p e rc ib ir  24 conmuta a su estado de tensión , 

es detectado e id en tific ad o  por l a  sa lid a  100 de p e rc ib ir  

l a  cual e s tá  conectada a l  descodificador 98 y es cualquier 

aparato  o d isp o sitiv o  conmutable indicador del escalón de 

tensión .. Todas la s  l ín e a s  de palabra  e s tán  conectadas Jun4
1

ta s  a masa, todas l a s  l ín e a s  de b itio s  e s tá  conectadas juri-
í

ta s  a masa, y todas l a s  l ín e a s  de p e rc ib ir  e stán  conectadas 

jun tas amasa.

Método efe Fabricación 

Oon objeto de fa b r ic a r  l a  d isposic ión  de memoria

de l a  f ig u ra  1 o e l desoodificador o l a  d irección  de la  

f ig u ra  6, se forma un plano de masa superconductor, t a l
.

como ppr procedimiento de evaporación, sobre un su b stra to  ¡

a is la n te ,  Si se desea, puede elim inarse e l  substra to  a is -  ;

lan te  y e l  plano de masa superconductor sirve  como sopor-fe-

in f e r io r .  E l plano de masa superconductor puede hacerse de

uno de lo s  m ateria les superconductores t a l  como de plomo,,

de estaño, de niobio, de tá n ta lo  o de aleaciones de lo s  j

mismos. A continuación del depósito del plano de masa su - j

perconduetor, se l le v a  a cabo una fase  de depósito  para de-
|

p o s ita r  una capa a is la n te  continua de aproximadamente 5.000
ii
I
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lü.A. E sta  fase  de depósito  puede también e jecu tarse  medial.-
Sj te  técn icas  de evaporación o bien, s i  se desea, mediante
i

! técn icas  de pu lverización  catód ica  de rad io frecu en cia . A
» *

■ continuación del depósito  de l a  capa a is la n te , que es 'con-’

| tinuo y que e s té  exento de p icaduras, se deposita  un pa-

■ tró n  superconductor a trav és  de una máscara sobre l a  capé

¡a is la n te  para proporcionar la  pa rte  in fe r io r  de la s  línea!i!f >
| de p e rc ib ir  24, l a s  p a rte s  in fe r io re s  de l a s  p a rte s  de pa-'

i ta  14 y 16 de l a  c é lu la  de memoria 10, y la s  pax-tes in fe -
!
!r io re s  de l a s  l ín e a s  dedescodificador. Después de l a  fo r -
i ”
| niación de esas l ín e a s  superconductoras, se e je cu ta  una opí-j
; rac ión  de depósito de a is la n te  o de oxidación contro lada

j de un grueso de unas 40 U.A. o menos. E llo  es necesario  p^~
¡ f
| ra  l a  formación de todas l a s  b a rre ras  de unión para l a s

i ouertas 26 de tu n e lizac ió n  de la s  l ín e a s  de p e rc ib ir  24,t *■
l ia s  puertas 18 y 20 de l a s  cé lu las  de memoria 10, y l a s  puer- 
i /j ta s  para lo s  descod ificadores. A continuación de esto  se

i e fec tú a  un nuevo depósito  de m ateria l superconductor a t i a -

| véa de una máscara, para completar la s  l ín e a s  de p e rc ib ir
¡
| 24, l a s  cé lu las  de memoria 10 y lo s  descod ificadores . Aj
\ continuación se e fec túa  un depósito  de la s  capas a is la n te  

; y m etálica  superconductora para completar l a s  l ín e a s  de b:.-

| t io s  22 y la s  l ín e a s  de d irecc ión . A f in  de liacer funcionar!
i todo e l  sistem a superconductor, incluyendo l a  d isposic ión
i
jde memoria, l a s  unidades de d irecc ió n  y dedescodiíicador,
i

todo e l  sistem a debe se r he olio funcionar a una tem peratu-
2 S ,

ra  comprendida en e l  margen de .1. a 6 IC. En l a  s itu a c ió n

I en que se usan plomo, o n iobio , o a leaciones de lo s  mis-
i
> mos, para  m ateria l superconductor, se n e c e s ita  una tempe- J ra tu ra  de unos 3 ,62K, Cuando se usa estaño como m ateria l

! superconductor, se n e ce s ita  una tem peratura de aproximada^|
j 
|
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mente 1 ,72K. |
Dimensiones y C a ra c te r ís tic a s de la  Célula de Lie—

moría.

Las dimensiones de la s  cé lu las  de almacenamien­

to  de información, y de la s  unidades o medios de descodi- 

f icad o re 3 y drección, se han seleccionado en uñarealina - 1 

ción de modo que se s i tú a  un módulo de memoria de 25b x 2$6 

b i t io s  sobre un substrado de aproxir¡iado.mente 15 x 15 'ccn 

con una anchura mínima de l ín e a  de aproximada-ente 0, ,102' j 

mm. El grueso de la s  p e líc u la s  superconductoras se pr'eíe-j 

riblem onte de aproxima.ámente 5.000 Ü.A. El grueso puede j 
se r modificado según se desee. Para una d isposic ión  de me I

i
moría de esa densidad de b it io s , se u t i l i z a  una ceiulade j 

almacenamiento ofe aproximadamente 0, 500 x 0,506 rcm., lo  qué 

p e rm itir ía  un espacia mié rito de 0, 102 tanu en tre  cé lu las ad­

yacentes, dando e l lo  por resu ltado  una separación en tre  ; 

centros de 0,610 x 508 mm. Una t i r a  e strech a  de aproxima­

damente 15 om. x 7,62 mm. contiene e l  descodificador de 

l a  f ig u ra  6. Por consiguiente, mediante e s ta  d isposic ión  

se proporciona una densidad to ta l  de b i t io s  de aproxima­

damente 279 b itio s  por cm2. Reduciendo a l mínimo e l tama­

ño de l a  cé lu la  de almacenamiento y l a s  demás dimensiones; 

an tes mencionadas, puede m u ltip lica rse  l a  densidad de b i - ‘ 

t io s  por a l  menos un fa c to r  de 4 sobre l a  cantidad ind ica­

da en lo  que antecede.

Por lo  que se re f ie re  a l a  velocidad de conmutaf 

ción de l a  c é lu la  de almacenamiento, pueden conseguirse
i

velocidades in fe r io re s  s 800 picosegundos. Como una rea lij-  

zación i lu s t r a t iv a ,  una co rrien te  de palabra  alim entada a 

l a s  l ín e a s  12 dw l a  cé lu la  de memoria tien e  unos 40 miliam-

i
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sperios, l a  co rrien te  de in s tru cc ió n  para  e l  descod ificador
!
¡es de unos 140 m ilianperios, y la s  c o rr ie n te s  de sumadora

•son de unos 15 m iliam perios. l a s  c a ra c te r ís t ic a s  de l a  puér-
S
| t a  de Josepíison son de una co rrien te  máxima de puerta  de

¡50 m iliam perios para conmutación a su estado de tensión ,

|y  una co rrien te  minina de p u erta  de 10 m ilianperios an tes

!de volver a conmutar a l  estado de no ten sió n . - -
i  ̂ t ; , /

Oon esa  d isposic ión  pueden conseguirse tiempos

de 40 nanosegundos de o ic lo  de le e r  y c ic lo  de e s c r ib i r  y

Idel orden del nanosegundo de tiempo de acceso de le e r ,  l a
s - 1 ‘
[señal de le c tu ra  de sa lid a  de p e rc ib ir  es de aproxitaadamer-
f
íte  6 ín il iv o ltio s  o, a lternativam ente , se provee una co rrien -

1 te  de p e rc ib ir  de 20 m iliam porios.
í
j E sta  so lic i tu d  que corresponde a l a  presentada

Ion lo s  Estados Unidos de América e l 15 de ju l io  de 1-968, 

¡número 744.949, se acoge a lo s  benefic ios del a r t íc u lo  51

del v igente E sta tu to  sobre Propiedad In d u s tr ia l .

N O T A

í - , . fí Jjos puircos ae xnvenoxoa praoxa y nueva que se
i
¡presentan para que sean objeto de e s ta  so lic i tu d  de Paten-

jte de Invención en España, por TEIITTE anos, son lo s  s i -
j
¡guientes:í W
] 1 . -  Un sistem a de almacenamiento de información

jde a l t a  velocidad que comprende, en combinación, una d is ­

posic ión  de memoria que tie n e  una p lu ra lid a d  de cé lu la s  de

-  20 -
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memoria, en que dichas cé lu las  de memoria de dicha dispo­

s ic ió n  de memoria tien en  puertas de tu n e lisac ió n  de Josep­

hson; y medios dé d irecc ió n  y descodií’icadores asociados 

con l a s  cé lu la s  de memoria de dicha d isposic ión  de memoria
i

para a l  menos una de la s  operaciones de le e r  información 

de y e s c r ib ir  información en dicha d isposic ión  de memoria.

2 . -  Un sistem a de almacenamiento de información 

según l a  re iv in d icac ió n  1, en que dicha d isposic ión  do me­

moria, dichos medios de d irección  y dichos medios descodi-l 

f icad o res operan en e l modo de superoonduoción, y diénos I 

medios de d irección  y deseodificadoresescriben  in fo rm ado! 

en y leen  información de dicha d isposic ión  de memoria.

3 . -  Un sistem a de almacenamiento de información 

según l a  re iv in d icac ió n  1 , en que dichos medios de3codifi-j 

cadores comprenden una p lu ra lid ad  de l ín e a s  superconductor
i

ra s , cada una de la s  cuales e s tá  p ro v is ta  de una puerta  de 

tu n e lizae ió n  de Josephson, y dichos medios de d irección  con­

mutan puertas seleccionadas de dichas l ín e a s  superconducto­

re s  de dichos medios descod ificadores. j

4 . -  Un sistem a de almacenamiento de información 

según l a  re iv in d icac ió n  1 , en que cada una de dicha p lu ra -
¡ i
lid ad  de cé lu la s  de memoriacomprende una parte  de entrada,' 

habiéndose p rov isto  una de dichas puertas de tu n e lisac ió n  ¡ 

de Josephson en cada uno de un par de ramales conectados 

a dicha parte  de entrada, una lín e a  de b it io s  espaciada 

desde y asociada magnéticamente con la s  dos puertas de tu-? 

n e lizae ió n  de Josephson de dicho par de ramales para e íe c -  

tu a r  l a  conmutación de una u o tra  de dichas puertas a un j
i

estado de tensión  que depende de l a  cantidad de co rrien te  j 

en l a s  puertas, una l ín e a  de p e rc ib ir  espaciada de uno de j
ji

-  21 -  i
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|d ichos ramales y que tien e  una puerta  de tu n e lizac ió n  de 

i Josephson asociada magnéticamente con dicho primer ramal 

íy  conmutable a un estado de ten s ió n  que depende de l a  can- 

¡ticlad de co rrien te  en l a  puerta  de tu n e lizac ió n  de Joseph­

son de l a  l ín e a  de p e rc ib ir , estando asociados dichos medios 

;de d irecc ió n  y descodificadores para  cooperación con dichf,

|p a rte  de entrada de cada una de dichas cé lu la s  y con gichEs 

¡ lin e as  de b i t io s  asociadas con cada una de dichas cé lu la s

jpara e s c r ib i r  inform ación en cada una de dichas cé lu la s , 

¡estando asociados dichos medios de d irecc ió n  y d esco d ifice -I
;dores para cooperación con dicha p a rte  de en trada  de cadal
luna de dichas cé lu las  y con dichas l ín e a s  de p e rc ib ir  aso- 

:ciadas con cada una de dichas cé lu la s  para  le e r  inform ación
í
;de cada una üe dichas c é lu la s .

; 5 .-  Tin sistem a de almacenamiento de información

[según l a  re iv in d icac ió n  1 , en que dicha d isposic ión  de me-
¡
¡moría, dicnos medios de d irecc ión  y dichos medios descodi-

jficadores operan en e l  modo de superconducción, comprendien-
í
■lo dichos medios descodificadores una p lu ra lid a d  de líneas.

¡superconductores cada una de l a s  cuales e s tá  p ro v is ta  de í 
f * |
:una p u erta  de tu n e lizac ió n  de Josephson, conmutando dichos

¡medios de d irecc ión  puertas seleccionadas de dichas l ín e a st
¡superconductores de dichos medios descodificadores, comprei- 

jdiendo cada una de dicha p lu ra lid ad  de cé lu la s  de memoria
i

[una p a rte  de entrada, habiéndose p rov isto  una de dichas 

jpuertas de tu n e lizac ió n  de Josephson en cada uno de un par 

:de ram ales conectados a d icha p a rte  de entrada, una l ín e a  

¡de b i t io s  espaciada desde y asociada magnéticamente con l a 3 

¡los p uertas  de tu n e lizac ió n  de Josephson de dicho par de 

¡ramales para e fec tu a r l a  conmutación de una u o tra  de dichks

-  22 -
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puertas a un estado de tensión  que depende de la  cantidad J 

de co rrien te  en l a s  puertas, una l ín e a  de p e rc ib ir  espacia* 

da desde uno de dichos ramales y que tien e  una puerta  de 

tu n e lisac ió n  de Josephson asociada magnéticamente con d i­

cho primer ramal y conmutable a un estado de tensión  que 

depende de l a  cantidad de co rrien te  en la  puerta  de tune- 

l iz a c ió n  de Josephson, estando asociados dichos medios de 

d irección  y descodificadores, para cooperación con dicha 

parte de entrada de cada una de dichas cé lu la s  y con-di­

chas l ín e a s  de b itio s  asociadas con cada una de dichas 

cé lu la s  para e s c r ib ir  información eií cada una de dichas 

cé lu las , estando asociados dichos medios de d irección  y 

descodificadores para cooperación con dicha parte  de en­

trada  de cada una de dichas cé lu la s  y con dichas l in c a s  

de p e rc ib ir  asociadas con cada una de dichas cé lu las pa- j 

ra  le e r  información de cada una de dichas cé lu la s .

ó .-  Un sistem a de almacenamiento de información 

según l a  re iv in d icac ió n  1¡,; en que cada una de dicha p lu ra - ' 

íid a d  de cé lu las de memoria comprende, en combinación, 

una parte  de entrada, dichos medios de o ao rta  de tu n e li-
I
pación de Josephson conectados a dicha parte  de entrada 

para e fec tu a r l a  conmutación de l a  cé lu la  de memoria ya 

sea a un estado " 1" ó ya sea a un estado "0", y medios 

asociados con dichos módica de puerta  de tu n e lisac ió n  de \ 

Josephson para e fec tu a r l a  conmutación de dichos medios ;

le puerta  de tunelizac ión  de Josephson dependiendo de l a  *
j

cantidad de co rrien te  én dichos medios de m ierta . !
!

7 .-  Un sistem a de almacenamiento de información ¡

6«9« 69 -  23 -
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|según l a  re iv in d icac ió n  1 , en que cada una de la s  cé lu la s  

.de memoria comprende, en combinación, una p a rte  de en trada  

r una p u erta  de tu n e lizac ió n  de Joseplison conectada a dicha
t
parte  de en trada  para e fe c tu a r l a  conmutación de l a  célu­

l a  de memoria a un estado " 1" o a  un estado "O", y medios 

asociados con dicha p u erta  de tune lizao ión  de Josephson 

¡para e fe c tu a r l a  conmutación de dibhos medios de puerta  deí ' ‘ ' *
•tunelizao ión  de Josephson dependiendo de l a  cantidad de co 

i m ie n te  en dicha puerta .

•; G.- Un sistem a de almacenamiento de información

se,pun l a  re iv in d icac ió n  7» en que dichos medios de puerta  

de tu n e lizac ió n  de Josephson comprenden un par de puertas 

de tu n e lizac ió n  de Josephson conectadas a dicha p a rte  de 

entrada, estando asociados dichos medios de conmutación

■con dieiio3 medios de puerta  de tun e lizao ió n  de Josephson
!

¡adaptados para  conmutar una u o tra  de dicho car de n u e rta s
" I

de tu n e lizac ió n  de Josephson a un estado de ten sió n  que de1-  
• i
pende de l a  cantidad de c o rrie n te  en cada p u e rta . 1

So- Un cisterna de almacenamiento de inform ación j
aosún l a  re iv in d icac ió n  1 , en ciue l a s  cé lu la s  de memoria !*“ i, i
comprenden, en combinación, un c irc u ito  cerrado supercondac.

i
to r  de almacenamiento de co rrien te  p rov isto  de medios de j 

¡puerta de tu n e lizac ió n  de Josephson adaptados para conmuta** 

!l a  co rrie n te  en dicho c irc u ito  cerrado en sentido  a dere-5
■chas o en sentido  a  izqu ierdas, rep re se n ta tiv o s  de estados 

:de almacenamiento " 1 " o "O”, y medios de e s c r ib ir  asociado 

icón dichos medios de puerta  de tu n e lizac ió n  de Josephson
E

para  e fe c tu a r  l a  conmutación de dichos medios de puerta  de 

¡tunelización  de Josephson dependiendo de l a  cantidad de co­

r r ie n te  en dichos medios de puerta .

-  24 -
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108-  Un sistem a de almacenamiento de información 

según l a  re iv in d icac ió n  9, que incluye medios de le e r  aso­

ciados con dicho c irc u ito  cerrado superconductor para per­

c ib ir  lo s  estados " 1" y "O" de almacenamiento de dicha ce- 

lu la  de memoria.

11. -  Un sistem a de almacenamiento de información

según l a  re iv in d icac ió n  1 , en que la s  cé lu la s  de memoria

comprenden, en combinación, un miembro de almacenamiento

de co rrien te  superconductor p rov isto  de medios de puerta

de tu n e lizac ió n  de Josephson adaptados para conmutar l á

co rrien te  en dicho miembro en una d irección  rep re se n ta tiv a

de un estado *¥ 1 11 de almacenamiento, y en o tra  d irección

rep re se n ta tiv a  de un estado "O" de almacenamiento, medios

de e s c r ib i r  asociados con dichos medios de puerta  de tu -  i
¡

n e lizac ió n  de Josephson para e fec tu a r l a  conmutación de ¿ni­

chos medios de puerta  de tune lizac ión  de Josephson depen- I 

diendo de l a  cantidad de co rrien te  en dichos medios de ; 

puerta , y medios de l e e r  asociados con dicho miembro super— 

conductor para p e rc ib ir  y d ife re n c ia r  en tre  lo s  estados de 

almacenamiento " 1" y "O" de dicha c é lu la  de memoria s in  des­

t r u i r  l a  información e s c r i ta  en dicha c é lu la  de memoria. !

12. -  Un sisrem a de almacenamiento de información!

según l a  re iv in d icac ió n  1 , en que la s  cé lu la s  de memoria I
j

comprenden, en combinación, una parte  de entrada, una puer­

ta  de tu n e lizac ió n  de Josephson p re v is ta  en cada uno de un 

par de ramales conectados a dicha parte  de entrada, una l íj-  

nea de b i t io s  espaciada desde y asociada maguó t i  carne rite coin 

l a s  dos puertas de tu n e lizac ió n  de José lisoxi de dicho par 

de ramales para e fec tu a r l a  conmutación de una u o tra  de 

dichas puertas mediante un estado de ten sión  que uependede

6.9 .69
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j la  cantidad de c o rrie n te  en la s  puertas y una l ín e a  de peí1' 

|c ib i r  espaciada de uno de dichos r a ía le s  y que tie n e  una 

! p u erta  de tu n e lisac ió n  de Josephson asociada «agué t i  carnen- 

' te  con dicho ramal y conmutable a un estado de ten sión  que 

ídepende de l a  cantidad de co rrien te  en l a  puerta  de tune-
i

l l iz a c ió n  de Josephson de l a  l ín e a  de p e rc ib ir .

1 1 3 .- Un sistem a de almacenamiento de informaeiór
i • .*1 /  j  j  * i  *

se,;:un. la. re iv in d icac ió n  1 , en que l a s  cé lu la s  de memoriaI . . i
comprenden, en combinación, un miembro ce almacenamiento dei . - - -i

¡ -  *

■corriente superconductor p rov isto  de medios de p u e rta ‘dé

jtu n e lisa c ió n  de Josephson adaptados para conmutar l a  co-

| m ie n te  en dicho miembro en una d irecc ió n  re p re se n ta tiv a
ij
¡de un estado de almacenamiento " I" , y en o tra  d irecc ió n  re
!
jp re sen ta tiv a  de un estado de almacenamiento "0", y medios 

i de le e r  asociados don dicho miembro superconductor para
i

|p e rc ib ir  y d ife re n c ia r  en tre  lo s  estados de almacenamien-
t
; to  " 1" y "0" de dicha c é lu la  de memoria s in  d e s tru ir  l atí ^
•información e s c r i ta  en dicha c é lu la  de memoria.
\
¡ 14o Un sistem a de almacenamiento de información
(
ísegún l a  re iv in d icac ió n  13* on que dichos medios de l e e r  'í 1

■comprenden una l ín e a  de p e rc ib ir  que tien e  una puerta  de 

¡tu n e lisac ió n  de Josephson asociada magnéticamente con d i-  

jeho miembro superconductor y conmutable a un estado de ten

jsion  cuando l a  cé lu la  de memoria e s tá  en uno de lo s  dos
i
¡estados de almacenamiento.

i 15 .- Un sistem a de almacenamiento de inform aeiór
|
¡según l a  re iv in d icac ió n  1 , que comprende un c ie r to  número

jdc cé lu la s  de memoria conectadas en tre  s í  d ispuestas en un
!
jnúmero II de columnas y un número II de f i l a s ,  siendo IT y M 

|cu a lq u ie r número en tero  p o sitiv o , en que cada una de d i-

6.9.69 -  26 -
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ellas cé lu la s  de me no ria  comprende un miembro de almacena­

miento de co rrien te  superconductor p rov isto  de medios de 

puerta  de tu n e lisac io n  de Joseplison adaptados para conmu­

ta r  l a  co rrien te  en dicho miembro en una d irección  rep re ­

se n ta tiv a  de un estado de almacenamiento " 1"j y en o tra  

d irección  rep re se n ta tiv a  de un estado de almacenamiento 

"0", y medios de le e r  asociados oon dicho miembro supercoil 

ductor para p e rc ib ir  y d ife re n c ia r  en tre  lo s  estados de 

almacenamiento "I" y "0" de dicha cé lu la  de memoria sin  

d e s tru ir  l a  información e s c r i ta  en dicha cé lu la  de memori 

16o- Un sistem a de almacenamiento de inform ador 
de a l t a  velocidad.

l a l  y como se lia d esc rito  en l a  iiemoria que an­

tecede, representados en lo s  dibujos que se acompañan y 

para  lo s  f in e s  que se han especificado»

E sta IJemoria consta de v e in t is ie te  hojas e s c r i -  !i
ta s  a máquina por una so la  cara» c ;

Üadrigl, ¡
í

P.Á. i

l!i
i

••■■-'Mi
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